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■はじめに: 近年のネットワークトラフィックの増加に伴い、光ネットワークではより高性能な
デバイスの開発が求められている。本研究室では相変化材料を用いた相変化光スイッチを提案し、
代表的な相変化材料であるGe2Sb2Te5(GST225)を用いて素子を作製し、動作実験をおこなってき
た [1]。相変化光スイッチは結晶相とアモルファス相での屈折率変化を利用することで経路を制御
するものであり、自己保持性を持つため低消費電力で動作するという利点がある。しかしながら、
相変化材料は結晶相での光吸収が大きいために光スイッチとしての性能が制限されてしまう。そ
こで本研究では消衰係数の小さい相変化材料を目的としてすでに報告のある Se添加に注目し [2]、
GST225に Seを添加しその屈折率を測定した。

■実験方法: GST225に Seを 10, 30または 50at%添加して、石英管中で真空溶解し、3種の材料を
作製した。作製した材料および比較として GST225(添加なし)を加熱蒸着により薄膜を成膜した。
薄膜の温度を毎分 5℃で昇温させながら反射光強度を測定することで相変化が起こっていること
を確認するとともに結晶化温度の測定をおこなった。結晶化温度は 180℃から 190℃となり、Se
の添加により結晶化温度が高くなることが確認できた。また、Se10%, 50%添加の場合では 220℃
付近で二回目の結晶化が見られた。加熱処理なし (アモルファス状態)と加熱処理あり (結晶状態)
の薄膜について、分光エリプソメトリを用いて複素屈折率を算出した。
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Fig. 1. Complex refractive indices of GST225[3] and 30% Se added GST225

■屈折率測定結果: 図 1に Se30%添加における結果を記す。(a)アモルファス状態と (b)結晶状
態である。Se30%の添加において、通信波長帯である 1.55 µmでの消衰係数の減少が確認できた。
波長 1550 nmにおける消衰係数の値は GST225ではアモルファス状態で 0.12,結晶状態で 1.34で
ある [3]が、Se 30%添加時はアモルファス状態で 0.016,結晶状態で 0.72であった。

Se添加なし、添加率 10 %, 50 %の場合には長波長帯での消衰係数の増加がみられ、偏析が起き
ている可能性がある。結晶化が二度あることとの関連も含めて現在原因はわかっていない。
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